Bt
-4
POLSKA
RZEGZPOSPOLITA

LUDOWA

OPIS PATENTOWY

Patent dodatkowy

62631

Kl. 21 ai, 36/04

do patentu —
Zgloszono: 05.VIL.1967 (P 121 524)
Pierwszenstwo: MKP H 03 k, 6/02
URZAD
PATENTOWY
PRL Opublikowano: 15.VIIL.1971 UKD
BIBLIOTEKA

Twoérca wynalazku: Bohdan Adamowicz

WlaSciciel patentu: Instytut Badan Jadrowych, Warszawa (Polska)

PN Il e vace

Wysokostabilny liniowy tranzystorowy wzmacniacz
nieprzeciazalny

1
Przedmiotem wynalazku jest wysokostabilny

liniowy tranzystorowy wzmacniacz nieprzecigzalny
amplitudowo i czestotliwo$ciowo, wyposazony w
stopnie formowania ksztaltu impulsu na drodze réz-
niczkowania i calkowania za pomoca obwodéw
oporowopojemnoS$ciowych.

‘Wzmacniacze tego typu pracujg w ukladach de-
tekcyjnych promieniowania jgdrowego oraz w ze-
stawach pomiarowych spektrometréw zwykiych i
koincydencyjnych.

Warunki eksperymentéw fizycznych wymagajag
stosowania réznego rodzaju detektorow, a wiec tym
samym zachodzi konieczno$é uniwersalno$ci wzmac-
niaczy, polegajaca na mozliwosci doprowadzenia
do ich wejscia impulséw o réznych amplitudach,
polaryzacji dodatniej lub ujemnej. W istniejgcych
rozwigzaniach stosuje sie w tym celu szeregowe
oporowe dzielniki napiecia wlgczane na wejsciu
wzmacniacza. Dzielniki tego typu posiadajg zmien-
ng oporno$¢ od strony bazy tranzystora wejSciowe-
go, co jest ich istotng wada w przypadku, gdy do
tej bazy dolaczona jest galaz ujemnego sprzezenia
zwratnego, poniewaz przelgczanie dzielnika ma
wplyw na wzmocnienie sekcji wejsciowej.

Znane typy wzmacniaczy budowane sg w ukla-
dach, skladajgcych sie z polaczonych ze sobg od-
dzielnych sekcji, objetych wewnetrznymi petlami
yjemnego sprzezenia zwrotnego. Typowa sekcja
jest tak zwana ,tr6jka” zawierajgca wzmacniacz
réznicowy polaczony z tranzystorem dopetniajacym.
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Polaczenia wewngtrz sekeji i miedzy sekcjami po-
wodujg zmiane fazy wzmacnianych impulséw. Tym
samym impulsy o polaryzacji otwierajgcej tranzy-

‘stor moga przy przesterowaniu wprowadzi¢ go w

stan nasycenia, co pogarsza charakterystyke nie-
przecigzalno$ci amplitudowej.

Obwody formowania ksztaltu impulsu wprowa-
dza sie bezposrednio miedzy sekcjami wzmacnia-
jacymi. Wadg takiego rozwiaz‘ania przy braku od-
powiedniej separacji, jest niestabilno§¢é staltych
czasowych formowania, ze wzgledu na zmiany
oporno$ci wejsciowej tranzystora w funkcji wy-
sterowania oraz trudno$¢ doboru elementéw w ta-
kich obwodach.

Celem wynalazku jest skonstruowanie wzmacnia-
cza impulséw elektrycznych, o liniowej charakte-
rystyce przenoszenia, pozbawionego wyzej ombéwio-
nych wad.

Cel ten zostal osiagniety przez zbudowanie
‘wzmacniacza na potaczonych ze sobg trzech iden-
tycznych sekcjach wzmacniajgcych, wejSciowe]
Srodkowej i wyjSciowe]j z ktérych kazda sklada sie
z dwu stopni réznicowych, zawierajgcego oporowy
dzielnik napiecia w ukladzie II dolgczony do wej-
Scia wejSciowej sekcji wzmacniajgcej, ktére stano-
wi baza pierwszego tranzystora pierwszego stopnia
réznicowego, przy czym Kkolektor drugiego tranzy-
stora tego stopnia jest polgczony galwanicznie z
baza pierwszego tranzystora drugiego stopnia rézni-
cowego, natomiast kolektor drugiego tr’anzystora
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tego stopnia jest potaczony galwanicznie z wejSciem
ukladu formowania oraz poprzez jeden z oporni-
kéw oporowego dzielnika: napigcia stanowigcego
petle ujemnego sprzezenia zwrotnego z bazg dru-
giego tranzystora pierwszego stopnia réznicowego.
Taka konfiguracja ukladu zapewnia przenoszenie

impulsu o polaryzacji dodatniej, bez odwracania -

fazy. W ten spos6b zastosowane tranzystory p-n-p
wysterowywane sa w kierunku odciecia pradu ko-
lektora, co poprawia charakterystyke nieprzecigzal-
no$ci amplitudowej wzmacniacza.

Wzmacniacz wyposazono w stopnie formowania
ksztaltu impulsu, wlgczone miedzy sekcjami
wzmacniajacymi.

Formowanie odbywa sie poprzez skokowag zmia-
ne pojemno$ci w obwodzie oporowo-pojemno$cio-
wym. Obw6d ten odseparowany jest obustronnie za
pomocg wlaczonych na jego wejSciu i wyjsciu
wtérnikéw emiterowych. Zapewnia to stabilno§é
statych czasowych formowania w funkeji wystero-
wania oraz umozliwia galwaniczne polgczenie
sekeji.

Wynalazek zostal przedstawiony w przykladzie
wykonania na rysunku na ktérym fig. 1 przedsta-
wia schemat blokowy tranzystorowego wzmacnia-
cza impulséw elektrycznych, fig. 2 schemat ideowy
polaczen dzielnika wejSciowego, fig. 3 schemat
ideowy sekcji wzmacniajgcej, a fig. 4 schemat
ideowy stopnia formowania ksztaltu impulsu po-
przez rézniczkowanie.

Impulsy o polaryzacjj dodatniej lub ujemnej, za-
leznej od typu detektora, zostajg doprowadzone do
wzmacniacza i podane mna przelagczany skokowo
oporowy dzielnik napiecia 1, polgczony z wejScio-
wa sekcjg wzmacniajgcg 2. Wyjscie sekceji 2 lgczy
sie ze stopniem 3 formowania ksztaltu impulsu po-
przez rézniczkowanie, ktéry z kolei polgczony jest
z nastepng Srodkowsq sekcja wzmacniajagcg 4. Wyj-
Scie sekcji 4 dolgczono do stopnia 5 formowania
ksztaltu impulsu poprzez catkowanie, ktéry z kolei
laczy sie z wyjSciowa sekcja wzmacniajgcg 6. Z
sekeji te] wyprowadza sie za posrednictwem wtér-
nika pietrowego 7 wzmocnione i uformowane im-
pulsy polaryzacji dodatniej. Dolgczony do gniazda
wejsciowego 8 oporowy dzielnik napiecia 1 wyko-
nany jest w ukladzie II.

Zapewnia on skokowa regulacje wzmocnienia w
dwojkowym systemie podzialu. Zaleznie od pola-
ryzacji impulsu, dodatniej lub ujemnej przelacza
sie go odpowiednio za pomocg przelgcznika dwu-
biegunowego 9, poprzez wyréwnujgce wzmocnienie,
skompensowane pojemnos$ciowo opornikj 10 i 11 na
baze pierwszego 12 lub drugiego 13 tranzystora,
pierwszego stopnia réznicowego wejsciowej sekcji
wzmacniajgcej 2. Kazda z sekcji wzmacniajacych
sklada si¢ z dwb6ch polgczonych ze sobg stopnj roz-
nicowych, zbudowanych na tranzystorach p-n-p
pierwszym 12, drugim 13 pierwszego stopnia ré6zni-
cowego oraz pierwszym 14 i drugim 15 drugiego
stopnia réznicowego.

Kazda z sekcjj wzmacniajgcej objeta jest od-

dzielng galezig sprzezenia zwrotnego dla pradu sta-

lego i zmiennego za pofrednictwem dzielnika opo-
rowego zbudowanego na opornikach 16, 17 i 18,
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petla sprzezenia zwrotnego jest wiaczona miedzy
.kolektor drugiego tranzystora 15 drugiego stopnia
réznicowego, a baze drugiego tranzystora 13 pierw-
szego stopnia roéznicowego sekcji wzmacniajgcej.
Wzmacniany impuls po przejSciu przez pierwszy
stopien réznicowy wejsciowej sekcji wzmacniajacej
uzyskuje polaryzacje dodatnig i nie zmienia fazy az
do wyjscia z wzmacniacza.

Stopnie formowania ksztaltu impulsu 3 i 5, wla-
czone miedzy sekcjami wzmacniajagcymi wejsciowa
2 i Srodkowa 4 oraz Srodkowa 4 i wyjsciowa 6
skladajg si¢ z dw6ch wtérnikéw emiterowych, wej-
ciowego zbudowanego na tranzystorze 19 ktérego
emiter polgczony jest z jedenastopozycyjnym prze-
lgcznikiem na ktérym zamontowano zespdét polag-
czonych kondensator6w 21, polgczonych odpowied-
nio do bazy wyjsciowego tranzystora 20, ktére se-
perujg stopien formujgcy z jednej strony od po-
przedniego stopnia wzmacniajacego, wejsciowego 2
lub Srodkowego 4, a z drugiej strony od nastepnego
stopnia wzmacniajgcego, $rodkowego 4 lub wyjs-
ciowego 6.

Formowanie impulsu podawanego ma wejScie
stopnia formujacego nastepuje ma skutek dziatania
uktadu rézniczkujgcego skladajgcego sie z opor-
nosci wejSciowej wtérnika emiterowego zbudowa-
nego na tranzystorze 20 oraz jednego kondensatora
z zespolu kondensator6w 21 wybranego przelgczni-
kiem.

Faza impulsu po przejSciu poprzez uklad formu-
jacy nie ulega zmianie.

Zastrzezenia patentowe

1. Wysokostabilny liniowy tranzystorowy wzmac-
niacz nieprzecigzalny zbudowany na polgczonych
ze sobg trzech identycznych sekcjach wzmacniajg-
cych, wejSciowej, Srodkowej i wyjSciowej z ktbd-
rych kazda sktada sie z dwu stopni réznicowych,
znamienny tym, ze zawiera oporowy dzielnik na-
piecia (1) w wuktadzie II dolgczony do wejscia
wejSciowej sekecji wzmacniajgcej (2), ktére stano-
wi baza pierwszego tranzystora (12) pierwszego
stopnia réznicowego, przy czym kolektor drugiego
tranzystora (13) tego stopnia jest polgczony galwa-
nicznie z bazg pierwszego tranzystora (14) drugiego
stopnia ré6znicowego, natomiast kolektor drugiego
tranzystora (15) tego stopnia jest potaczony galwa-
nicznie z wejSciem ukltadu formowania (3) oraz po-
przez jeden z opornikéw (16) oporowego dzielnika
napiecia (16, 17, 18) stanowigcego petle ujemnego
sprzezenia zwrotnego z bazg drugiego tranzystora
(13) pierwszego stopnia réznicowego.

2. Wzmacniacz wedtug zastrz. 1, znamienny tym,
ze dzielnik mapiecia (1) w ukladzie II polgczony
jest z jednej strony z lgnia'zde,m wejSciowym (8)
wzmacniacza, za$§ z drugiej strony z dwubieguno-
wym przelgcznikiem (9), zalgczajgcym przemiennie
dzielnik mapiecia (1) poprzez skompensowane po-
jemnosciowo oporniki (10) i (11) odpowiednio do
bazy tranzystoréw (12) lub (13), tworzacych pierw-
szy stopien réznicowy wejSciowe] sekcji wzmacnia-
jacej. '

3. Wzmacniacz wedlug zastrz. 1, 2 znamienny
tym, ze ukltad formujacy (3) sklada sie z wejScio-
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wego separujgcego tranzystora (19) pracujgcego w odpowiednio do bazy wyjsciowego separujacego
uktadzie wtérnika, ktérego emiter polaczony jest z tranzystora (20), ktorego emiter laczy sie z nastep-
jedenastopozycyjnym przelacznikiem na ktérym za- ng sekcja wzmacniajaca.

montowano zesp6! kondensatoréw (21), zalgczonych
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